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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月30日(2012.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光電構成素子（１）を製造する方法において、
ａ）　それぞれ一つの半導体層列を補助担体（４）上に備える複数の半導体本体（２）を
設け、
このとき該半導体本体（２）を、半導体本体（２）の半導体層列用の成長基板体（２０）
の上にそれぞれ形成し、
ｂ）　それぞれ少なくとも一つの接続面（３５）を有する複数の構成素子担体（３）を構
成素子担体結合体（３０）に設け、
ｃ）　前記半導体本体を前記構成素子担体（３）に対して位置決めし、
ｄ）　前記構成素子担体（３）の接続面（３５）を、該接続面に配属された半導体本体（
２）と導電接続し、該半導体本体（２）を該構成素子担体（３）に取付け固定し、
ｅ）　複数の光電構成素子（１）を完成し、このとき成長基板体（２０）は半導体本体（
２）からそれぞれ完全にまたは部分的にだけ除去される製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の製造方法であって、
　前記補助担体（４）は、シートとして構成されている製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の製造方法であって、
　前記半導体本体（２）は、前記ステップｄ）の後に選択的に補助担体（４）から解離さ
れる製造方法。
【請求項４】
　請求項２記載の製造方法であって、
　前記半導体本体（２）は、電磁ビームによりシートの付着性の低減により前記補助担体
（４）から選択的に除去される製造方法。
【請求項５】
　請求項２記載の製造方法であって、
　前記シートの一部は、完成した光電構成素子では半導体本体（２）に残っている製造方



(2) JP 2010-532089 A5 2012.5.24

法。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一項記載の製造方法であって、
・前記補助担体（４）を前記ステップ（ｃ）で前記構成素子担体（３）に対して、前記半
導体本体（２）を前記構成素子担体（３）の方に向くように位置決めし、
・前記ステップａ）で前記補助担体（４）の上に、前記ステップｄ）で構成素子担体（３
）の上に並置して取付け固定された２つの半導体本体（２）の間に別の半導体本体（２）
を配置する製造方法。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか一項記載の製造方法であって、
　前記補助担体（４）には前記ステップａ）で別個の半導体本体（２）が設けられ、該別
個の半導体本体は光電特性に関して前もって選択されている製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の製造方法であって、
　前記半導体本体の上にはビーム変換物質が形成されており、該ビーム変換物質の量およ
び／または組成は、それぞれの半導体本体に対して選択的に適合されている製造方法。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか一項記載の製造方法であって、
　前記ステップｂ）で構成素子担体（３）の上にそれぞれ少なくとも一つの取付け領域（
３１）を形成し、該取付け領域は半導体本体（２）を取付け固定するために設けられ、
　前記ステップｃ）でそれぞれ取付け領域（３１）内に配置され半導体本体（２Ａ）は補
助担体（４）から分離され、
　取付け領域（３１）の外に配置された半導体本体（２Ｂ）は補助担体（４）の上に残さ
れる製造方法。
【請求項１０】
　少なくとも２つの接続面（３５，３６）を備える構成素子担体（３２）と、半導体層列
を備える半導体本体（２）とを有する光電構成素子（１）であって、
　前記半導体本体（２）の上には少なくとも２つの接触面（２５，２６）が形成されてお
り、
　該接触面はそれぞれ接続面（３５，３６）と導電接続しており、
　半導体本体（２）と構成素子担体（３）との間の中間空間（５）は少なくとも部分的に
充填材料（５０）によって満たされている光電構成素子。
【請求項１１】
　請求項１０記載の光電構成素子であって、
　前記接触面（２５，２６）は、活性領域（２１）の同じ側に形成されている光電構成素
子。
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